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Optical phase shifter 는 광 변조기 및 광 스위치 구조에서 위상 변화를 실현하는 중요한 역

할을 하기 때문에, 고성능 optical phase shifter 개발에 대한 연구가 다양한 형태로 이루어지고 

있다. 그 중에서도, Si PN 접합의 공핍층을 변화시킴으로써 동작하는 Si PN ring resonator 는 

CMOS 호환성이 우수하면서도 소자 크기가 작고 빠른 동작 특성을 가지기 때문에 Si photonics 

platform 에서 많이 활용되고 있다[1]. 본 논문에서는 이러한 Si PN ring resonator 에 강유전 특

성을 가지는 HfZrO2(HZO) 커패시터[2]를 접목하여 Si PN ring resonator의 비휘발성 동작에 대

해서 연구하였다. 이를 위해, 그림 1(a)와 같이 Si PN ring resonator와 HZO 커패시터를 직렬 연

결하여 전압을 인가한 전후의 소자의 광 특성을 확인하였다. 소자에 -6 V 의 전압을 인가하여 

HZO 커패시터의 분극을 반대로 바꿔준 결과, 소자의 공진 파장이 20 pm 만큼 이동하는 것을 확

인하였다(그림(b)). 이는 HZO 커패시터의 분극 방향에 따라 optical phase shifter의 비휘발성 동

작을 확인한 결과로서, 향후 neuromorphic photonics 나 programmable photonic integrated 

circuit 등에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.
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그림 1. (a) 광 측정 회로도, (b) 파장에 따른 optical power 그래프 
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